Ztacza

Znajdz zaleznos¢ natezenia pola elektrycznego, potencjatu pola i koncentraciji
nos$nikéw tadunku od odlegtosci od srodka w ztacza w przypadku ztgcza
omawianego w zadaniach 5.2-5.4. Znajdz rowniez jego szerokosc.

Ztacze n—p zostato wytworzone w prébce krzemu. Strona n ztgcza

zawiera 7.80 - 10"° donoréw na m3, stronap—-4.4- 10%° akceptorow na m°. Zatéz,

ze w temperaturze pokojowej (300K) kazdy donor jest zjonizowany, a kazdy akceptor
przechwycit jeden elektron. Oszacuj warto$ci napiecia kontaktowego, natezenia

pola elektrycznego oraz szerokosci ztgcza w temperaturze pokojoweé. Koncentracja
nosnikéw samoistnych w krzemie w tej temperaturze wynosi 1.5 10" m?®. Wzgledna
przenikalnos¢ dielektryczna krzemu wynosi 17.

Obszar tadunku przestrzennego ztacza n—p ma pojemnos¢. Znajdz
wyrazenie opisujgce pojemnos$¢ w przypadku skokowej zmiany koncentracji domieszek.

Rozwaz tzw. ztgcze liniowe n—-p, czyli takie, w ktérym koncentracja

domieszek jest liniowg funkcjg odlegtosci od srodka ztgcza

Nbp =No+a1(x—x0), Na=No—a2(x—x0).

Zatoz, ze ztacze jest symetryczne, tzn. a1 = a2 = a oraz, ze kontaktowa

réznica potencjatow wynosi Vo.Wyznacz szeroko$¢ ztgcza, natezenie pola elektrycznego
i pojemnos¢ ztgcza.
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konoentracja

Rys. 6.6, 777

Krzemowe ztagcze n—p sktada sie z czesci p zawierajacej Na =

10%?m™ akceptorow i czesci n z Nd =5-10%?m™ donorow. Oblicz maksymalne natezenie
pola elektrycznego, szeroko$¢ obszaru zubozonego i spadek napiecia w obszarze
zubozonym po stronie n w przypadku, gdy do ztacza przytozone jest napiecie OV,
0.5Vi-2.5V. Koncentracija nos$nikéw tadunku w krzemie samoistnym w temperaturze
pokojowej wynosi ni =10"°m™,



Nadprzewodniki

1.

Pokaz, ze catkowity strumien przechodzacy przez powierzchni¢ zawarta wewnatrz
bezoporowego obwodu nie moze ulec zmianie. Ile wynosi indukcja B na glebokosci
Imm od powierzchni w plytce Pb w stanie nadprzewodzacym. Wiedzac, ze ptytka ma
grubos$¢ 1 cm wykresl przebieg zmian pola w plytce. Indukcja pola magnetycznego na
zewnatrz ptytki B = 1T. Uwaga: wzory prosz¢ wyprowadzi¢ (r-nia Londonow).
W ustalonej temperaturze 7' < Tc materiat przechodzi ze stanu nadprzewodzacego S w
stan normalny N przy polu krytycznym He(T)=Ho[1—(T/T¢)*].
Diagram fazowy jest pokazany na rysunku 6.3.

a. wykaz, ze zmiana energii swobodnej Gibbsa przy przejsciu ze stanu S do N w

temperaturach 7' <7Tc wynosi Gs(T,H)—GnT,H)= 1/8n [H—H«(T)].
b. wylicz ciepto przejscia ze stanu S do stanu N dla H < H,.
c. Wylicz zmiang ciepta wlasciwego przy przejsciu ze stanu N do stanu S w polu
H=0.

Oszacuj energi¢ kondensacji na jednostke objetosci oraz szerokos$¢ przerwy energetyczne;j
w T=0K w olowiu. Przyjmij, ze gestos¢ NF =0.3 eV 'at”' oraz objetos¢ molowa 10 °m’.
Nadprzewodzaca cyna ma temperatur¢ krytyczna Tc = 3.7K oraz pole krytyczne w
temperaturze OK Bc = 30.6mT. Oblicz prad krytyczny dla drutu cynowego o $rednicy
Imm, w temperaturze 2K. Jaka $rednicg powinien mie¢ drut, aby mogt przez niego ptynad
prad 100A?
Naszkicuj zalezno$¢ energii swodnej Gibbsa nadprzewodnika od natezenia zewngtrznego
pola magnetycznego Hp.

Polecam ksiazke Rose-Innes ,,Nadprzewodnictwo™.
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